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はじめに GaN 基板上 p - n 接合ダイオードにおいて、順方向電圧印加時に p型電極端約 10 m

に電流が集中する、いわゆるフォトン・リサイクリング現象が報告されている 1）。今回我々は、 

p 型電極径の異なるダイオードを作製し、各ダイオードの実測電流値から電流集中領域幅につい

て検証を行った。p 型電極内を電流密度が異なる 4 つの領域に分割したモデルによりフィッティ

ングを行った結果、電流集中領域幅 11 mのとき計算値と実測値が良好に一致した。 

実験 p型電極径 10 ～ 200 mのダイオードの順方向 I - V 特性を測定し、フォトン・リサイク

リング現象が発生していると考えられる順方向電圧 5 V における電流値をフィッティングに用い

た。フィッティングモデルは図 1 に示す構造を用い、各電流領域幅 X1 ～ X4 および各領域の電

流密度 J1 ～ J4をパラメータとしてフィッティングを行った。 

結果 図２に図 1 に示したモデルによりフィッティングを行った計算電流値と実測電流値を比較

した結果を示す。各電極径において計算値と実測値が良好に一致しているのがわかる。この時  

X1 = 1.8 m、X2 = 3.2 m、X3 = 6.0 m、計 11 mとなった。これは過去に報告されているシミュ

レーションの値約 10 mと近い値である。 

なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション

事業」の委託を受けてなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Fitting model of the GaN p-n diodes.    Fig.2. Comparison of the calculated and measured values. 
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